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Представлены результаты исследований послойного анализа распределения диоксида кремния в структуре SiO2/Si и тонкой структуры спектров сечения неупругого рассеяния электронов Si в диапазоне энергий первичных электронов 300 ÷ 3000 эВ.  Результаты получены с использованием разработанных авторами новых методик количественного анализа спектров потерь энергии отраженных электронов.
В основе количественного послойного анализа слоистых структур лежит тот факт, что вклад в энергетические потери электронов, рассеянных на разной глубине от поверхности структуры определяется распределением Пуассона [1]. Это распределение зависит от длины свободного неупругого пробега электронов, которая существенно возрастает с увеличением энергии электронов. Следовательно, варьируя энергию первичных электронов, можно менять вклад электронов в спектр потерь энергии отраженных электронов, рассеянных на разных глубинах структуры. Алгоритм количественного послойного анализа базируется на программе компьютерного моделирования спектров сечения неупругого рассеяния электронов слоистых структур, в рамках теоретической модели диэлектрического отклика [2]. Варьированием состава и толщины каждого слоя многослойной многокомпонентной слоистой структуры достигается максимальное соответствие модельных и экспериментальных спектров сечения неупругого рассеяния электронов, полученных из экспериментальных спектров потерь энергии отраженных электронов для разных энергий первичных электронов. Таким методом были определены профили концентраций для структур диоксид кремния – кремний с разной толщиной диоксида кремния.
Тонкая структура спектров сечения неупругого рассеяния электронов в кремнии изучена посредством моделирования экспериментальных спектров с помощью трехпараметрических функций Тоугаарда [3]. Показано хорошее согласие между результатами моделирования спектров серии образцов промышленных кремниевых подложек. Данный метод может быть использован для детального анализа спектров сечения неупругого рассеяния электронов, определения природы пиков потерь (объемные, поверхностные плазмоны межзонные переходы и др.), расчета поверхностного параметра.
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